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MTC110D 技术资料 
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IT（AV）=110A，正弦，180°，

TC=100° 
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1300 
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1700 
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1200 
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MTC110D-8 

MTC110D-12 

MTC110D-14 

MTC110D-16 

符号 测试条件 数值 单位 

IT（AV） Tc=100℃，正弦，180° 110 A 

TSM 

I
2
t 

Tj=130°,10ms 

Tj=130°,10ms 

2500 

31250 

A 

A
2
S 

VTM 

VTO 

rTO 

IDD、IRD 

Tj =25℃ ITM=330A, 

Tj=130℃ 

Tj=130℃ 

V= VRRM ,VDRM ,Tj=130℃ 

1.65 

0.88 

1.8 

10 

V 

V 

mΩ  

mA 

tgd 

 

Tgr 

Tj=25℃,  

IG=1A,dig/dt=1A/μ s 

VD=2/3 VDRM 

1 

 

2 

μ s 

 

μ s 

di/dt 

dv/dt 

tq 

IH 

IL 

Tj=130℃ 

Tj=130℃ 

Tj=130℃ 

Tj=25℃ 

Tj=25℃,RG=33Ω  

150 

1000 

100 

150 

300 

A/μ s 

V/μ s 

μ s 

mA 

mA 

VGT 

IGT 

VGO 

IGD 

Tj=25℃，DC 

Tj=25℃，DC 

Tj=130℃，DC 

Tj=130℃，DC 

1.5 

100 

0.25 

6 

V 

mA 

V 

mA 

 
Rth(jc) 

Rth(jc) 

Rth(jc) 

Rth(cs) 

Tj 

Tstg 

直流，每个模块 

正弦，180°，每个模块 

导通角 120°，每个模块 

每个模块 

 

 

0.30 

0.32 

0.35 

0.22 

-40~ +130 

-40~ +130 

℃/W 

℃/W 

℃/W 

℃/W 

℃ 

℃ 

Viso 

Ms 

Mt 

 

Ac,50HZ, 1min 

散热器安装 

电极端子安装 

3000 

5 

3 

V 

N•m 

N•m 

 

特点： 

• 氧化铝陶瓷基片金属化处理，利于

散热。 

• 焊接式工艺有利于高可靠性。 

 

典型应用： 

• 直流电机控制 

• 软起动器 

•变频器 

•温控器 
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三个模块耗散功率与输出直流电流曲线
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